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본 발명은 유기 메모리 장치 및 이를 위한 구동 회로에 관한 것이다. 상기 유기 메모리 장치는 쌍안정적으로 절환가능한 물

질의 층을 갖거나, 2개의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)가 직렬 연결되고, 일측의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)

가 저 전위 측에서 커패시터와 병렬 연결되어 상기 커패시터가 방전형 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)와 병렬 연결되

며 제2의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)에 의해 충전되는 회로를 포함한다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.

반도체층(3) 내에 임베디드되는 소스/드레인 전극(2)이 도포되고, 절연체층(4)이 그 상부에 배치되는 1개 이상의 기판을

갖는 1개 이상의 유기 전계 효과 트랜지스터를 포함하는 메모리 장치로서,

유전상수, 전기 전도도 또는 투자율과 같은 특성이 쌍안정적으로 절환될 수 있는 쌍안정 절환가능 기능층이 하나 이상 존

재하는 것을 특징으로 하는 메모리 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 기능층은 상기 유기 전계 효과 트랜지스터의 절연체층(4)인 것을 특징으로 하는 메모리 장치.

청구항 3.

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 쌍안정 절환가능 기능층의 유전상수는 전위의 인가에 의해 절환되는 것을 특징으로 하

는 메모리 장치.

청구항 4.

2개 이상의 직렬 연결된 유기 전계 효과 트랜지스터들과 커패시터를 포함하는 메모리 장치로서,

상기 커패시터는 상기 유기 전계 효과 트랜지스터들 중 하나의 유기 전계 효과 트랜지스터와 병렬 연결되며,

여기에서, 상기 유기 전계 효과 트랜지스터들 중 상기 커패시터와 병렬 연결된 상기 하나의 유기 전계 효과 트랜지스터는

방전형 유기 전계 효과 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 메모리 장치.

청구항 5.
삭제

명세서

기술분야

본 발명은 유기 메모리 장치(organic memory unit) 및 이를 위한 구동회로에 관한 것이다.

배경기술
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유기 기반 메모리 장치(organic-based memory unit)는 예를 들면, 독일국 특허 10045192.6호에 개시되어 있다.

유기 전자장치(organic electronics)를 기반으로 하는 많은 애플리케이션(application)을 위하여, 유기 1회기입(write-

once) 또는 재기입(rewritable) 메모리가 (예를 들어, 알에프아이디 태그(RFID tag) 또는 간단한 전자 오락기(electronic

game)에) 필요하다. 무엇보다도, 비휘발성 메모리는 소위 전자식 바코드(electronic barcode) 또는 워터마크

(watermark)에 없어서는 아니 된다.

강유전성 물질(Electronic Design, August 20, 2001, page 56)(그 중에서 "고분자 강유전성 램(polymeric

ferroelectronic RAM)"이 상기 논문에 개시되어 있음)을 기반으로 하는 수동형 유기 메모리 장치는 공지되어 있다. 이것

은 비휘발성이지만, 또한 외부 회로, 바람직하게는 통상적인 실리콘 회로에 의해 제어되는 것과 같은 시스템인 메모리 매

트릭스 구조형 시스템을 포함한다.

이것의 단점은 외부 회로에 의해 작동하는, 메모리 장치의 제어이다.

발명의 상세한 설명

그러므로, 본 발명의 목적은, 외부 회로 없이 독출할 수 있으며, 반대로 기입할 수 있는 유기 기반 비휘발성 메모리 장치를

제공하는 것이다.

본 발명은 유전상수(dielectric constant), 전기 전도도(electrical conductivity), 투자율(magnetic permeability)과 같은

특성을 쌍안정적으로(bistably) 절환할 수 있는 1개 이상의 유기 기능층을 포함하는 유기 기반 메모리 장치에 관한 것이다.

본 발명은 또한, 커패시터를 포함하는 회로 배치에 의해 구현되는 유기 커패시턴스(organic capacitance) 메모리에 관한

것으로서, 2개의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)가 직렬 연결되고, 커패시터가 상기 2개의 유기 전계 효과 트랜지스터

(OFET) 중 하나의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)와 병렬 연결되며, 상기 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)는 방전

형 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET) 이다.

유기 메모리 장치는 적어도 다음의 기능층 즉, 하부 전극, 집적된 저장(storage) 물질을 선택사항으로서 갖는 절연체 및 상

부 전극을 포함한다.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 메모리 장치는 상부 전극에 인가되는 전압을 증가함으로써 간단하게 기입된다.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 메모리 장치는 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)에 집적된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 커패시터 어셈블리는 메모리로서 역할을 담당한다.

상기 메모리 장치를 위하여, 소정의 특성(예를 들어, 전기 전도도, 유전상수, 또는 투자율)이 외부 영향에 의해 쌍안정적으

로 절환될 수 있는, 즉 2개 이상의 상태가 활성적으로 생성될 수 있고, 상기 상태가 조만간에 안정 상태를 유지하는 물질이

필요하다. 더욱이, 상기 유기 메모리 장치는 쌍안정 물질의 상태를 독출하거나 변경할 수 있는 추가적인 컴포넌트

(component)를 포함한다. 독출은 상기 쌍안정 물질의 상태를 변경하지 않는 것이 바람직하다.

이하, 본 발명을, 본 발명의 실시예를 도시한 3개 도면을 참조하여 더 상세히 설명하기로 한다.

실시예

도 1에서, 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)는 단면도로 도시되어 있으며, 기판(1), 예를 들어 소스/드레인 전극(2)이 구

조화 형태로 적용된 폴리에스테르막을 도시하고 있다. 이는 예를 들면, 프린팅(printing) 또는 포토리소그래피

(photolithography)에 의해 구현될 수 있다. 하부 전극(2)(소스/드레인 전극)은 절연체층(4)에 의해 덮여지는 반도체층(3)

내에 묻혀진다(embeded). 상기 층들은 프린팅, 나이프 코팅(knife coating), 원심 증착(centrifugal deposition) 또는 스

프레잉(spraying)에 의해 순차적으로 도포될 수 있다. 유전상수, 전기 전도도 및/또는 투자율과 같은 물리적 특성이 쌍안

정적으로 절환될 수 있는 몇몇 물질은 또한 절연 특성을 가질 수 있기 때문에, 메모리는 절연체층(4)에 해당할 수 있다. 유

기 전계 효과 트랜지스터(OFET) 어셈블리 내의 층(5)은 그 다음에 불필요하고, 게이트 전극은 절연체층(4)에 직접 연결되

어질 것이다. 하지만, 반면에, 쌍안정적으로 절환가능한 물질로 구성되며, 절연체층(4)의 하부 또는 상부에 배치되는 매우
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얇은 층(5)이 또한 선택사항으로서 추가로 존재할 수 있다. 마지막으로, 상부 게이트 전극(6)이 쌍안정적으로 절환가능한

물질의 절연체층(4) 상에 또는 상기 절연체층에 부착된 층(5) 상에 배치된다. 상기 쌍안정적으로 절환가능한 층(5)의 상태

는 상기 소스/드레인 전극에 전압을 인가함으로써 독출될 수 있다. 층(5)의 상태는 게이트 전극(6)에 전압을 인가함으로써

프로그램된다.

도 2는 커패시터 어셈블리를 메모리로서 채용할 수 있는 방법을 도시하고 있다. 가변적인 유전상수를 갖는 유전층(5)은 하

부 전극(2)과 상부 전극(6) 사이에 개재된다. 이로써, 층(5) 내의 조정가능한 유전상수를 갖는 물질은 2개의 도전층, 즉 기

판(1) 상의 하부 전극(2)과 상부 전극(6) 사이에 배치된다. 상기 유전상수는 고 전압에 의해 절환될 수 있다. 메모리 상태

는, 상기 유전상수에 따라 당연히 하이(high) 상태 또는 로우(low) 상태가 되는 커패시터의 충전 전류에 의해 결정될 수 있

다.

사용되는 절환가능한 유전상수를 갖는 물질은 예를 들면, 폴리비닐리덴 디클로라이드(polyvinylidene dichloride: PVDC)

또는 폴리비닐리덴 디플루오라이드(polyvinylidene difluoride: PVDF)가 가능하다. 상기 물질의 경우, 상기 유전상수는

고 전장(electrical field)에 의해 절환된다.

도 3은 메모리로서 기능하는 커패시터를 갖는 회로 배치를 도시하고 있다. 상기 유기 메모리 장치 또는 상기 유기 커패시

턴스 메모리는 다음의 회로를 사용하여 특정 물질 없이 구현할 수 있다. 즉, 2개의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)(9,

10)가 직렬 연결되고, 커패시터 또는 더 정확하게는, 저장 커패시터(11)가 방전형 전계 효과 트랜지스터(OFET)(10)와 병

렬 연결된다. 상기 충전형 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)는 9로 표기되고, 상기 방전형 유기 전계 효과 트랜지스터

(OFET)는 10으로 표기된다. 공급 전압이 7과 8에 인가된다. 상기 공급 전압은 7에서 로우 상태이고, 상기 공급 전압은 8

에서 하이 상태이다. 커패시터(11)는 입력단(13)에 대한 짧은 펄스에 의해 충전될 수 있고, 입력단(12)에 대한 짧은 펄스에

의해 방전될 수 있다. 입력단(12)은 방전형 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)(10)에 연결되고, 입력단(13)은 충전형 유기

전계 효과 트랜지스터(OFET)(9)에 연결된다. 메모리의 상태는 예를 들면, 추가적인 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)에

의해 상기 메모리 장치의 출력단(14)에서 조회(query)될 수 있다.

본 발명은 유기 메모리 장치 및 이를 위한 구동 회로에 관한 것이다. 상기 유기 메모리 장치는 쌍안정적으로 절환가능한 물

질의 층을 갖거나, 2개의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)가 직렬 연결되고, 일측의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)

가 저 전위 측에서 커패시터와 병렬 연결되어 상기 커패시터가 방전형 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)와 병렬 연결되

며, 제2의 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)에 의해 충전되는 회로를 포함한다.

상술한 유기 메모리 장치의 주요 이점은 상기 유기 메모리 장치가 유기 또는 고분자-전자 회로에 용이하게 포함될 수 있다

는 것이다. 이는, 상기 유기 메모리 장치의 단순한 구조로 인하여 상기 유기 메모리 장치가 제조 공정에 용이하게 통합될

수 있기 때문이다. 상기 제조 공정은 용이하게 결합될 수 있다. 추가 이점은 상기 메모리 장치의 제어가 단순함에 있고, 더

중요한 이점은 상기 메모리 장치가 비휘발성이라는 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 유기 전계 효과 트랜지스터(OFET)에 집적된 메모리를 도시하고 있다.

도 2는 메모리로서 기능하는 커패시터를 도시하고 있다.

도 3은 메모리로서 기능하는 커패시터를 포함한 회로 배치를 도시하고 있다.

도면
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도면1

도면2
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도면3
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